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QSD122, QSD123, QSD124

Plastic Silicon Infrared Phototransistor 

 

Features

 

■

 

NPN Silicon Phototransistor

 

■

 

Package Type: T-1 3/4

 

■

 

Matched Emitter: QED12X/QED22X/QED23X

 

■

 

Narrow Reception Angle: 24°C

 

■

 

Daylight Filter

 

■

 

Package Material and Color: Black Epoxy

 

■

 

High Sensitivity

 

Description

 

The QSD122/123/124 is a phototransistor encapsulated
in an infrared transparent, black T-1 3/4 package.

 

Package Dimensions

0.195 (4.95)

0.040 (1.02) 

NOM

0.305 (7.75)

0.240 (6.10)

0.215 (5.45)

0.020 (0.51)

SQ. (2X)

REFERENCE

SURFACE

COLLECTOR

0.800 (20.3)

MIN

0.100 (2.54) NOM
0.500 (1.25)

EMITTER

COLLECTOR

EMITTER

Notes:

1. Dimensions for all drawings are in inches (mm).
2. Tolerance of ±0.010 (0.25) on all non-nominal dimensions unless otherwise specified.

Schematic
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Absolute Maximum Ratings

 

 

 

(T

 

A

 

 = 25°C unless otherwise specified)

 

Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be 
operable above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. 
In addition, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability. 
The absolute maximum ratings are stress ratings only. 

 

Notes:

 

1. Derate power dissipation linearly 1.33mW/°C above 25°C.
2. RMA flux is recommended.
3. Methanol or isopropyl alcohols are recommended as cleaning agents.
4. Soldering iron 1/16” (1.6mm) minimum from housing.
5. 

 

λ 

 

= 880nm, AlGaAs.

 

Electrical/Optical Characteristics

 

 

 

(T

 

A

 

 = 25°C) 

 

Symbol Parameter Rating Unit

 

T

 

OPR

 

Operating Temperature -40 to +100 °C

T

 

STG

 

Storage Temperature -40 to +100 °C

T

 

SOL-I

 

Soldering Temperature (Iron)

 

(2,3,4)

 

240 for 5 sec °C

T

 

SOL-F

 

Soldering Temperature (Flow)

 

(2,3)

 

260 for 10 sec °C

V

 

CE

 

Collector-Emitter Voltage 30 V

V

 

EC

 

Emitter-Collector Voltage 5 V

P

 

D

 

Power Dissipation

 

(1)

 

100 mW

 

Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Units

 

λ

 

PS

 

Peak Sensitivity Wavelength 880 nm

 

Θ

 

Reception Angle ±12 °

I

 

CEO

 

Collector-Emitter Dark Current V

 

CE

 

 = 10V, Ee = 0 100 nA

BV

 

CEO

 

Collector-Emitter Breakdown I

 

C

 

 = 1mA 30 V

BV

 

ECO

 

Emitter-Collector Breakdown I

 

E

 

 = 100µA 5 V

I

 

C(ON)

 

On-State Collector Current

 

(5)

 

  QSD122

  QSD123

  QSD124

Ee = 0.5mW/cm

 

2

 

, V

 

CE

 

 = 5V

1.00

4.00

6.00

6.00

16.00

mA

mA

mA

V

 

CE(SAT)

 

Saturation Voltage

 

(5)

 

Ee = 0.5mW/cm

 

2

 

, I

 

C

 

 = 0.5mA 0.4 V

t

 

r

 

Rise Time V

 

CC

 

 = 5V, R

 

L

 

 = 100

 

Ω

 

, I

 

C

 

 = 0.2mA 7 µs

t

 

f

 

Fall Time 7 µs



 

©2012 Fairchild Semiconductor Corporation www.fairchildsemi.com
QSD122, QSD123, QSD124 Rev. 1.0.0 3

 

Q
S

D
1
2
2
, Q

S
D

1
2
3
, Q

S
D

1
2
4
 —

 P
la

s
tic

 S
ilic

o
n

 In
fra

re
d

 P
h

o
to

tra
n

s
is

to
r

Typical Performance Characteristics

Figure 1. Light Current vs. Radiant Intensity

Figure 3. Dark Current vs. Collector - Emitter Voltage

Figure 5. Dark Current vs. Ambient Temperature

Figure 2. Angular Response Curve
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Figure 4. Light Current vs. Collector - Emitter Voltage

VCE - Collector-Emitter Voltage (V)
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

